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TELEFUNKEN electronic CFK 10

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker und Mischer bis 2 GHz in Source-Schaltung;
in schhurlosen Telefonen, Funkgeréten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
® Niedriges Rauschen ® Gutes GroBsignalverhalten
® Hohe Steilheit ® Nahezu konstante Eigenschaften im

® Geringe Eingangskapazitit Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

® GroBer Regelhub @ Sehr geringe Kreuzm‘odulatlon

Abmessungen in mm

5

_1s

Keramikgehduse

v
mA
mA

\'

mwW

=<1,8
Gz O——»
G°
__J |05 84 4516
Gewicht max. 0,03 g
Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung Upg 10
Drainstrom I 50
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom IS 1
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Pt 200
Kanaltemperatur Te 125
Lagerungstemperaturbereich Ty o -55...+125
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Rinca

T1.2/877.1184 D3
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CFK 10

Statische Kenndaten
T _,.=25°C

amb

Drain-Source Durchbruchspannung

Iy =50 pA, Ug, g

Gate 1-Source Reststrom

=-6V, Ugyg =0

Ugis=-6V,Upg=Ugos =0

Gate 2-Source Reststrom
Ugos =-6V. Upg

=0

Gate 1-Source Abschniirspannung
Ups=5V, Uy, =0, 1= 200 pA

Gate 2-Source Abschniirspannung

Ups =5V, Ugss

Drainstrom
Ups =5V, Ugss

Dynamische Kenndaten
=2V, l,=10mA,

Ups =5V, Ugys

Vorwiértssteilheit
f=1MHz

Eingangskapazitat
f=1MHz

Ausgangskapazitét

f=1MHz

Leistungsverstarkung

f=800 MHz

Regelhub
Uszs

Rauschzahl
f= 800 MHz

=0, [,=200 pA

=+2...-6V, =800 MHz

’ "amb

Min.

U(BR)DS 10

G1SS

G2SsS

“Us1sm

“Usasip)

DSS

[Yar |
01 1
C22
Gmax
AG
F
g D
ﬁ
Uq

o—iI-

84 4515

Typische Anwendungsschaltung

°1
I

") Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A: 10-35 mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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Typ. Max.
20

20

3 5

3 5

40 80

= 25 °C, falls nicht anders angegeben

20
09 1,5
0,6 12
21
50

1,6

U, = Regelspannung

pA

HA

mA

mS

pF

pF

dB

dB

dB



CFK 10
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f [TITTTT
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P
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A
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U, — -
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CFK 10

T 84 4529 T 84 4531
, , i
D D Ugys=0V /]
80
Upg =5V Upg =5V -05V |
:‘g | | | foss=32ma mA [ | | foss=s5ma g
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-05V |
A T 1/ 7
40 4 Z0
| / "
/ S5V
40
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7 v 201 A
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? 84 4526 t RN | | 8e4s27
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1.5 Upg =5V pF \ f =800 MHz
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A | . 11 R L
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CFK 10
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CFK 10

Ip=10...20mA
Upg =5V
UGZS =2V
Z,=500
f=100...1300 MHz
Tamb=25°C

854534

0,5 1

90°

120°
'
1509
R 100 MHz
+180

t u +
0,016 0,012 0,008 0,004 0,004 0,008 0,012

Upg=5V
° =

-30 Ugas=2V

Ip=10...20mA

2,=50Q

£=100...1300 MHz
Tamb =25°C

-90° 85 4536
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CFK 10

90°

S24
-150° J -30° z,- 500
\\ Ups=5V
Yszs=2V
S e Ip=20mA
-120 —— =10 mA
85 4538 -90° —ID=5mA

£=100...1300 MHz
Tamb = 25°C

S22

Upg= 5V

Ugzs=2V
Ip=10...20mA
Z,=500

f=100...1300 MHz
Tamb = 25°C

854537

o 0,5 1

—~——r Ir) ——
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1 84 4519
Im
(v49)
8
mS
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/4
7Y/ Upg=5Y
4 Ugps =2V
4 ——ID=5mA
- 700 MHz
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CFK 10

84 4525

-
Upg=5V

Ugog =2V

f =800 MHz

Tamb =25°C

10 20 mA

T I 84 4523
F
UDs=5V
3 ’D =10mA
dB
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I Tamb = 25°C
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

CFK 12

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker und Mischer bis 2 GHz in Source-Schaltung;
in schaurlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
® Integrierte Schutzdioden an G, und G,
@ Geringes Rauschen
@ Hohe Steilheit
® Geringe Eingangskapazitat

® GroBer Regelhub
@ Gutes GroBsignalverhalten

® Nahezu konstante Eigenschaften im
Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

@ Sehr geringe Kreuzmodulation

Abmessungen in mm

=1,8
G \_j
2c
o -
Gy
0,15 J)
= 85 4573 S

Keramikgehiuse
Gewicht max. 0,03 g

Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung Upg 10 Vv
Drainstrom Ip 80 mA
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom lg 1 mA
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6 Vv
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Py 200 mw
Kanaltemperatur T 125 °Cc
Lagerungstemperaturbereich 7;“g -565...+125 °C
Wiérmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Ryica K/W

T1.2/879.1184 D3
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CFK 12

Statische Kenndaten Min. Typ. Max.
T.mpy=25°C
Drain-Source Durchbguchspannung
Iy=50 pA, Uy, =-6V, Ugys = 0 Ugrpps 10
Gate 1-Source Reststrom
Ug1s=-6V, Upg =Ugps =0 la1ss 20
Gate 2-Source Reststrom
Uggs =-6V, Upg=Ug15=0 lsass 20
Gate 1-Source Abschnirspannung
Ups =5V, Ugps =0, Il =200 pA ~Usisip 4 6
Gate 2-Source Abschnirspannung
Ups=5V,Ug5=0.1p= 200 pA ~Usas(p) 4 6
Drainstrom
= = = )
Ups =5V, Ug15=Ugas = 0 IDSSI 10 40 80
Dynamische Kenndaten
Upg=5 V, Ugos = 2V, = 10mA, T, = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Vorwértssteilheit
f=1MHz | Yo | 20
Eingangskapazitat
f=1MHz o 1.1 1.5
Ausgangskapazitat )
f=1MHz Cyo 06 1.2
Leistungsverstéarkung
f=800 MHz Giax 21
Regelhub
Ugps=+2...—6V, f=800 MHz AG 50
Rauschzahl
f=800 MHz F 2,0
Up
—0
I L
]
Ue e, D 3
i
G o -
1 s
U, = Regelspannung

84 4515 I

Typische Anwendungsschaltung

" Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A:10-35mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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854555 1T 84 4542
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CFK 12

Ip=10...20mA
Upg =5V
Ugog=2V
z,-500
£=100...1300 MHz
Tamb=25°C

854550

o 0,5 1

0d8 -3 -6 -9 =15 -o
~-— 1) Irl —=—

1 =1300 MHz

150 30°

100 MHz

oo

+180°

+ + T +
0,012 0,008 0,004 0,004 0,008 0,012 0,016

S12

Upg = 5V
-150° -30° Ugos= 2V
1p=10...20mA
2,=500Q

1=100...1300 MHz
Tamp=25°C

-90° 85 4552
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85 4581 -90°
#=100...1300 MHz

Tamb = 25°C

Sso

Upg=5V

Ugas=2V
ID=10...20mA
2,=50 Q
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Tmb=25°C

85 4553

0] 0,5 1

—~a—r} Ir) ———
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

CFK 22

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker und Mischer bis 2 GHz in Gate 1-Schaltung;
in schnorlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geraten

mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
@ Integrierte Schutzdioden an G, und G,
® Geringes Rauschen
@ Hohe Steilheit
® Geringe Eingangskapazitat

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung
Drainstrom
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom
Gate 1/Gate 2-Source Spannung

Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3

Kanaltemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Wiérmewiderstand

Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3

T1.2/887.1184 D3

@ GroBer Regelhub

@ Gutes GroBsignalverhalten

® Nahezu konstante Eigenschaften im
Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

@ Sehr geringe Kreuzmodulation

D
G2 L—i
fo —

85 4573 S
Keramikgehause
Gewicht max. 0,03 g_

10 \"

80 mA

1 mA

6 \"

200 mw

125 °C
-55...+125 °C

Min. Typ. Max.

K/W
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CFK 22

Statische Kenndaten
Ty =25°C
Drain-Source Durchbguchspannung
Iy=50pA, Ug s =-6V,Ugz,g=0

Gate 1-Source Reststrom

Ugis=-6V, Upg=Ugps =0

Gate 2-Source Reststrom

Ugps =-6V,Upg=Ug,5=0

Gate 1-Source Abschnirspannung
Upg=5V, Ug,s =0, I, =200 pA

Gate 2-Source Abschnirspannung
Ups =5V, Uy =0, I, =200 pA

Drainstrom

Ups =5V, U

la1s = U

la2s =0

Dynamische Kenndaten

" Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A:10-35mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA

270

Ups =5V, Ugps

Vorwértssteilheit
f=1MHz

Ausgangskapazitat
f=1MHz

Leistungsverstérkung
f=2800 MHz

Regelhub

Ugps=+2...-6 V, f= 800 MHz

Rauschzahl
f= 800 MHz

U(BR)DS

G1SS
G2SS

“Us1s@

“Usasio)

)
Dss

[ Ve |
Car
G

max

AG

10

10

Typ.

40

=2V, Ip=10mA, T, =25 °C, falls nicht anders angegeben

20

0,6

17

50

3,5

Max.

20

20

80

A

pA

mA

mS

pF

dB

dB

dB
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TELEFUNKEN electronic CFK 30

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstirker und Mischer bis 2 GHz in Source - Schaltung;
in schaurlosen Telefonen, Funkgeréaten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
® Niedriges Rauschen @ Gutes GroBsignalverhalten
® Hohe Steilheit ® Nahezu konstante Eigenschaften im

@ Geringe Eingangskapazitat Frequenzbereich f=10,1...2 GHz

@ GroBer Regelhub ® Sehr geringe Kreuzmodulation

Abmessungen in mm

G;©

84 4516

1
Gy

_.||.os I
: S

Keramikgehause
Gewicht max. 0,03 g

Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung Upg 10
Drainstrom IS 80
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom ls 1
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Pt 200
Kanaltemperatur Tc 125
Lagerungstemperaturbereich T$'g -55...+125
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Rica

T1.2/885.1184 D3

Y
mA
mA

v

mw
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CFK 30

Statische Kenndaten

Tomp=25°C
Drain-Source Durchhruchspannung

Iy=50pA, Us,s=-6V, Uy =0 Ugrpps
Gate 1-Source Reststrom

Ug1s =-6V, Upg=Ugos=0 la1ss
Gate 2-Source Reststrom

Ugos =-6V, Upg=Ug5=0 lgass
Gate 1-Source Abschnirspannung

Upg =5V, Ugos =0, [, =200 pA -Us1s)
Gate 2-Source Abschnirspannung

Ups =5V, Ug5=0, 1, =200 pA )

Drainstrom
= . — 1
Ups =5V, Ugys=Ugps=0 Iss )

Dynamische Kenndaten
Ups=5V,Ugps=2V,l[;=10mA, T,

amb

Vorwidrtssteilheit

f=1MHz | Yo |
Eingangskapazitat
f=1MHz C,,
Ausgangskapazitat )
f=1MHz C,,
Leistungsverstdrkung
f= 800 MHz G ax
Regelhub
Ugpg=+2...-6V, f=800 MHz AG
Rauschzahl
f= 800 MHz F
Up
—0
I . lIl
[7]
Ue Gy D b
Ui
Gy s l

84 4515 I

Typische Anwendungsschaltung

") Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A: 10-35 mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA

272

10

10

Typ.

40

= 25 °C, falls nicht anders angegeben

25

0,9

0,6

23

50

11

U, = Regelspannung

20

20

80

1,2

0,9

pA

pA

mA

mS

pF

pF

dB

dB

dB



\ 4

TELEFUNKEN electronic CFK 40

Creative Technologien

N-Kanal-GaAs-MESFET-Tetrode Verarmungstyp

Anwendungen: Regelbare Verstarker bis 2 GHz in Gate 1 -Schaltung;
in schnurlosen Telefonen, Funkgeraten, Kabelfernsehen und Geraten
mit geringem Spannungsbedarf.

Besondere Merkmale:
@ Niedriges Rauschen ® Gutes GroBsignalverhalten
@ Hohe Steilheit ® Nahezu konstante Eigenschaften im

® Geringe Eingangskapazitat Frequenzbereich f=0,1...2 GHz

® GroBer Regelhub @ Sehr geringe Kreuzmodulation

Abmessungen in mm

f
G 2 O———p
G1 H _1
__j 0,15 84 4516 S
Keramikgehause
Gewicht max. 0,03 g
Absolute Grenzdaten
Drain-Source Spannung Ups 10 Vv
Drainstrom Iy 80 mA
Gate 1/Gate 2-Spitzenstrom lg 1 mA
Gate 1/Gate 2-Source Spannung Uss 6 Vv
Gesamtverlustleistung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Pyt 200 mw
| Kanaltemperatur Ts 125 °C
l Lagerungstemperaturbereich Ty " -55...+125 °C
, Wérmewiderstand Min. Typ. Max.
Kanal-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.3 Ryca K/W

T1.2/887.1184 D3
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CFK 40

Statische Kenndaten
Tomp=25°C
Drain-Source Durchbruchspannung
Iy =50 pA, Uy, =-6V, Ug,s =0

Gate 1-Source Reststrom
Ugis=-6V, Upg=Ugps=0

Gate 2-Source Reststrom

Ugas =-6V, Upg=Ugy5=0

Gate 1-Source Abschnirspannung
Ups =5V, Ug,g =0, [, =200 pA

Gate 2-Source Abschniirspannung

Ups=5V, Uz, =0,1,=200pA
Drainstrom
Ups =5V, Ugys=Ugps =0
Dynamische Kenndaten

U(BR)DS

G1SS
G2SS
“Usism
-U,

G2S(p)

)
Dss

10

Typ.

40

Ups =5V, Ugps = 2V, [,=10mA, T =25°C, falls nicht anders angegeben

* "amb

Vorwértssteilheit
f=1MHz

Ausgangskapazitat
f=1MHz

Leistungsverstarkung
f=800 MHz

Regelhub
Ugos=+2...-6 V, f=800 MHz

Rauschzahl
f=800 MHz

") Bei Bedarf in folgenden Gruppen lieferbar:
A: 10-35 mA, B: 30-50 mA, C: 45-80 mA
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[ Yz |

C22

G

max

AG

20

0,6

17

50

3,0

20

20

80

1,2

pA

pA
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mS

pF

dB

dB |

dB



